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論文内容の要 1::::. 
目

本論文は. GaAs を用いた高性能論理集積回路の開発において集積回路製作技術の構築を目的とし，

プラズマ CVD 法による GaAs 上への窒化シリコン薄膜の形成方法とこの窒化シリコン薄膜を GaAs

集積回路の製作に応用した結果をとりまとめたもので. 6 章よりなっている。

第 1 章では. GaAs 論理集積回路に関する研究動向を述べ. GaAs 集積回路の回路構成や素子構造

についての問題点を明らかにしている。また 論理集積回路用 GaAsFETの直列抵抗が大きいことに

着目し，直列抵抗低減のためセルフアライン構造 FET の提案および試作を行ない，直列抵抗の低減に

よって伝達コンダクタンスの大きい高性能 GaAs FET が得られる乙とを示している白

第 2 章では. GaAs 集積回路製作の基礎技術として重要である GaAs 結晶へのイオン注入lζ関して，

注入用基板結晶. n および p型注入層の形成法，注入層の活性化アニール法など、にかかわる問題点を明

らかにするとともに，イオン注入を用いた GaAs FET の試作を行ない，イオン注入が高い制御性を有

し. GaAs FET の製作lζ有用である乙とを実証している白

第 3 章では，プラズマ CVD 法による窒化シリコン薄膜の形成に関して Ar プラズマ前処理による

GaAs への薄膜の密着性改善効果 膜質および薄膜のアニール特'性と薄膜堆積条件との関係などを明

らかにしている。また. GaAs 中の注入不純物の活性化アニールにおいて，窒化シリコン薄膜の膜質が注入層の

電気特性に影響を与えることを明らかにし，高い電子移動度を得るための薄膜堆積条件を示している。

第 4 章ではp プラズマ CVD 窒化シリコン薄膜による GaAs FET のパッシベーションに伴うドレ

イン電流劣化現象と劣化防止法を明らかにし，同パ・7 シベーションが FET のドリフト特』性の改善に有

効であることを示している。
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第 5章では，プラズマ CVD 窒化シリコン薄膜を集積回路用半絶縁性 GaAs基板結晶評価および lK

ビット スタティ・y ク RAM ( 1 K B S R AM )の製作に適用した結果について述べている。 GaAs 結

晶評価について結晶中の転位と注入層電気特性の不均一性の聞の相関関係を明らかにしている口 lKB 

SRAM の製作では，本研究による窒化シリコン薄膜を用いた乙とによりはじめて GaAsによる高速メ

モリが実現された乙とを述べている白

第 6 章は，本研究で得られた主要な結論を総括したものである白

論文の審査結果の要旨

GaAs を用いた論理集積回路は高速動作や耐環境性の点で優れており，従来からその実用化に大き

い期待がかけられている。本論文は，このような Ga As 集積回路製作技術の確立を目的とするプラズ

マ CVD 窒化シリコン薄膜の堆積方法および窒化シリコン膜の GaAs 集積回路への応用についての研

究成果をまとめたものである。

プラズマ CVD 法による GaAs 結晶表面への窒化シリコン薄膜堆積方法について. Ar プラズマを用

いた前処理による GaAs への薄膜の密着性改善効果や ホットウオーjレ反応槽を用いた窒化膜中への

酸素汚染への防止効果を明らかにしている。また，窒化膜堆積パラメータと膜質の関係， 膜中含有水素

の高温アニーノレによる挙動などを明らかにしている白さらに GaAsイオン注入層の注入イオン活性化ア

ニールのための GaAs 表面保護膜として，プラズマ CVD 窒化シリコン膜の有用性を示すとともに，

高い電子移動度を得るための窒化膜堆積条件を明らかにしている。

GaAs FET上へのプラズマ CVD 窒化膜の堆積による FET の電気特'性への影響を明らかにし，さ

らに窒化堆積による FET ドリフト特性の改善効果を明らかにしている白

均一性の高い窒化シリコン薄膜を半絶縁'性 GaAs 基板結晶の均一性評価に応用し.結晶中の転位とイ

オン注入層の電気特性との相関関係を明らかにするとともに，さらに. GaAs 1 KB スタティック RA

Mの試作l乙窒化膜を適用し. GaAs 集積回路による高速メモリを実現している。

以上のように，本論文は GaAs集積回路製作時における窒化シリコン薄膜の形成について多大な知

見を与えており，電子工学に寄与するところがきわめて大である白よって本論文は，博士論文として価

値あるものと認める白
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